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１．概要（Summary） 

再成長エピタキシャルソースドレインと高移動度

InGaAs チャネルを有する MOSFET の研究を行ってき

たことを踏まえ、ナノシート構造チャネルを持つデバイスの

研究を行っている。性能向上にはチャネル部周囲をゲー

ト金属によって覆うという GAA 方式を採用する必要があ

る。そのため立体構造への均一な成膜が可能な原子層

堆積(ALD)法による TiN の成膜を国立研究開発法人産

業技術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)の支援よ

り試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

TiNの ALD成膜は、基板温度を 350℃とし、Tiのプリ

カーサとして TDMAT を使用、窒素プラズマ処理は

H2/N2=7/21 sccm、リアクタ内圧力 40 mTorr、RF 出力

200 Wの条件下で行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1(a)の基板構造で Fig. 2 の GAA 型トランジス

タ構造の作製を行うと同時に、split-CV 法による移動

度の解析のための Planer InGaAs MOSFET(Fig. １

(b))の作製を行っている。 

 TiN の厚さを確認するために、Si 上に絶縁膜として

Al2O3/HfO2を成膜した後、TiNのALD成膜後の様子を

断面 SEM にて確認した(Fig. 3)。SEM 像から絶縁膜の

膜厚が 10.9 nm であり、TiN の膜厚が 22.1 nm を確認

し、想定していた厚さを形成できたことがわかった。 

       

Fig. 1 Planer InGaAs MOSFET. (a) Epitaxial 

structure. (b) schematic image of MOSFET. 

     

Fig.2 Fabrication of GAA structure by ALD method. 

(a) Schematic image. (b) Channel cross section. 

  

Fig. 3 Thickness of TiN on Si substrate. /(a) SEM 

image of cross section. (b) Schematic image. 
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